
APCSCRM เชิญชวนผูเชี่ยวชาญเขารวมการประชุม

วาดวยซิลิกอนคารไบด

ชวนนักวิจัยรวมแลกเปลี่ยนเอกสารทางเทคนิค

การประชุม APCSCRM ซึ่งเตรียมจัดขึ้นระหวางวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2018 ขอเชิญชวนผูเชี่ยวชาญในเอเชีย

แปซิฟิกมารวมเรียนรูและแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัสดุเซมิคอนดักเตอรแบบ wide

bandgap การเตรียมอุปกรณและบรรจุภัณฑ และการใชโมดูลอุปกรณ โดยรายนามสวนหน่ึงของผูเชี่ยวชาญที่ไดรับ

เชิญเขารวมการประชุมมีดังน้ี

ลําดับ

ชื่อ

หัวขอรายงาน
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Comprehensive Review of Widebandgap Semiconductor Devices
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Hsien-Chin CHIU (มหาวิทยาลัย Chang Gung University, ไตหวัน)

Package and Module Development of Six-inch Silicon-based GaN Power and Microwave Devices
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Andy CHUANG (บริษทั Episil Technologies Inc., ไตหวัน)

SiC Foundry Introduction from Episil
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A Macroscopic Simulation of the SiC Thermal Oxidation Process based on the Si and C Emission
Model
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Guoyou LIU (บริษทั Zhuzhou CRRC Times Electric Co.,Ltd., จีน)

The Application Prospect of SiC Devices in Rail Transit

7
Hideharu MATSUURA (มหาวิทยาลัย Osaka Electro-Communication University, ญี่ป ุน)

Electrical Characterizationof Wide Band-Gap Semiconductors Using Hall-effect Measurements

8
Tokuyasu MIZUHARA (บริษทั ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd., ญี่ป ุน)

Market Applications of Power Devices (SiC) ~ Characteristics and Applications of SiC Power Devices
9
Yufeng QIU (สถาบัน Global Energy Internet Institute, จีน)

The Application of SiC Devices into Future Power Grid
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Guosheng SUN (บริษทั Dongguan Tianyu Semiconductor Technology Co. Ltd. และสถาบัน Institute of

Semiconductors, CAS, , จีน)
Review of Structures and Origins of Triangular-shaped Defects in 4H-SiC

11
Xuhui WEN (สถาบัน Institute of Electrical Engineering, CAS, จีน)

Technical Approaches towards Ultra-high Power Density SiC Inverter in Electric Vehicle
Applications
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Q. Jon ZHANG (มหาวิทยาลัย North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา)

Current Status and Future Perspectives of Wide Bandgap Semiconductor Devices and Applications

นอกจากน้ี APCSCRM ยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุเซมิคอนดักเตอรแบบ wide

bandgap อุปกรณ และการใชงาน โดยเปิดรับเอกสารจากผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคและผูประกอบวิชาชีพในดานน้ี รวม

ถึงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองคกรตางๆทัง้ในและตางประเทศ

วิธีการสงเอกสาร

1. สงรางเอกสารผานทางเว็บไซต APCSCRM (ดูวิธีการไดที่ http://www.apcscrm2018.iawbs.com ใตหัวขอ
submission)
2. สงบทคัดยอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2018

3. สงเอกสารฉบับสมบูรณภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2018



4. กรุณาตรวจสอบสถานะการพิจารณาเอกสาร (ทางระบบสงเอกสารออนไลนของ APCSCRM)


